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Бісмут вольфрамат Bi2WO6 є важливим елементом для дизайну новітніх конденсаторів, гігрометрів, оптичних датчиків та терморезисторів. Існує декілька поліморфів, що відповідають цій формулі, однак, лише орторомбічна фаза демонструє п’єзоефект [1].
В представленій роботі розглядаються особливості одержання кристалів та мікропорошків бісмут вольфрамату, одержаного двома методами: кристалізацією із розчину у розплаві та твердофазною взаємодією. 
Методом кристалізації із розчину у розплаві отримано орторомбічну фазу сегнетоелектрика бісмут(ІІІ) гексаоксовольфрамату шляхом заміни флюсу Na2WO4 з малою реакційною здатністю щодо Bi2O3 на суміш 0,15Na2W2O7×0,85Na2WO4, що дозволить суттєво скоротити час гомогенізації шихти при 900°С та дозволить контрольовано впливати на тривалість взаємодії реагентів. В цих умовах оптимізовано легування дослідженої фази з формуванням кристалів Bi2WO6:0,1Eu. 
В умовах твердофазної взаємодії показано формування домішки оксиду вольфраму при спіканні до 800 °С. ІЧ спектри отриманих твердих розчинів наведено на рис.1.
[image: image1.png]- N%% a o ~

1200 1100 1000 900 800 700 600 500

v, cm™!




Рис. 1. ІЧ – спектри Bi2WO6:хEu, де x = 0,005 (1); 0,01 (2); 0,03 (3); 0,05 (4); 
0,07 (5); 0,10 (6); 0,15 (7).
Отримані закономірності стануть у нагоді при пошуку найперспективніших представників сімейства шаруватих бісмутвмісних сегнетоелектриків Bi2WO6 з найбільшими значеннями спонтанної поляризації і є важливим для розробки сегнетоелектричних елементів оперативної пам’яті.
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